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: PCT/DE03/03770 

: Organlsches elektronisches Bauelement mft 
strukturierter halbleltonder Funktionsschlcht und 
Herstollungsverftihran dazu 

: SlemanaAMiangesailaehan 



Auf den Besch ftW ^^"^ ^ •* 08 200^' 

Als Aniage wW ein neuer Anspruch 1 vorgelegt. der den ureprOngllchen Anspmch 
ersetzen solL die AnsprQche 2 bis 5 blelben unverSndert 

Der neue Anspruch 1 wurde dahlngehend prazlslert, dass eIn oiganlsches 
' '* elektronisches Bauelement m»t einer strnkturierten FunWIonsschlcht vorliegt, wobe 

1 . die FunWIonsschlcht eine DIcke von kleiner 1 00 nm hat und 

2. die Stnik^uriemng duroh eIne Praparatton elner damnter llegenden 
FunkHonsachlcht des Bauelements erfblgt. und zwar In der Welse, dass die 
untere Fiinktionsschlcht 

a) Tellbejeiche hat die benetzt werden und 

' b) Teilbebiche hat, die nicht benetzt werden. 
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Die neu aufgeiiommenen Merkmale sind In der ureprflngllchen Beschrelbung Sette 4 : 
unten und Set^ 5 oben offenbart 

Diese Komblnatlon von Merkmalen 1st aus kelner der Entgegenhaltungen bekannt ; 

D1 offenbart z^irar eine stmkturierto Funktionsschlcht offenbart, jedoch findet keine 
Prdparatton elher unteren Funktionsschlcht sfatt sondem die strukturierte 
Funktionsschlcht wird In Trfipfchenform aufgebracht und die Stnjkturierung ergibt slch 
durch die AusbreHungsfiaohen der Tropfen. wobei die Ausbreltungsflachen der Tropfen 
Immer klelner ^nd als der Abstand, In dem zwei benachbarte Tropfen auligebracht 
warden. 

Zudem tet ausider D1 keine Aussage Ober die Schlchtdlcke der stniklurierten Schicht 
bekannt ' \ 

D2 offenbart zwar zwei strukturierte Schfchten mit Schlchtdfoken kleiner 1 00 nm / 
(zwischen 50d und 1000 AngstrSm). aber keine organischen Funktlonsschlchten 
sondem Elektiodenschiohten (vgl. dazu S. 13, Zefle 22 und 23 Source and drain layer 
12 and 16 und Schlchten aus sub-stolchlometric silicon oxWe 19. (vgl. auch S.I 3 unten 
und Selte 14 ciben). Die organische Funkttonsschlcht 1st nicht strukturiert (slehe S. 13 
oben). 
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Neuer Aiispruch 1 : 



1 . Org^nisches elektronlsches Baueiement mit einer etrukturierten 

Funriitionsschicht einer Dicke klelner lOOnm, wobei die Strukturiemng der 
Funktionsschichtdadurch enfsteht, dass eine untere FunkHonsschicht 
durch eine Behandlung so prapariert ist, dees sle Tellbereiche hat auf 
den^n im nachfolgenden Pio;^8sclirftt Benetzung etattflndet und 
Tellbereiche, auf denen kelne Benetzung erfolgt. 
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